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Зачет ГИА КР КП
Объем в 

з.е.
Всего

Контакт

ные часы
СР ИФР З.Е. Итого Лек Лаб Пр

КОНСУЛ

ЬТАЦИЯ
ИФРП СР ИКР ПА З.Е. Итого Лек Лаб Пр

КОНСУЛ

ЬТАЦИЯ
ИФРП СР ИКР ПА З.Е. Итого Лек Лаб Пр

КОНСУЛ

ЬТАЦИЯ
ИФРП СР ИКР ПА З.Е. Итого Лек Лаб Пр

КОНСУЛ

ЬТАЦИЯ
ИФРП СР ИКР ПА

124 4464 1145,7 1852,3 1466 30 1080 112 32 176 50 165 8 4,1 32 1152 112 16 254 18 165 3,8 32 1152 96 160 29 314 4 3,5 30 1080 40,5 822 25 1,8

120 4320 1099,1 1754,9 1466 30 1080 112 32 176 50 165 8 4,1 30 1080 112 16 240 18 165 3,5 30 1080 96 128 29 314 4 3,2 30 1080 40,5 822 25 1,8

Б1 Блок 1.Дисциплины (модули)

51

                    

- 0 71 2556 991,8 1564,2 25 900 112 32 176 36 532,9 8 3,1 25 900 112 16 240 4 525,5 2,5 21 756 96 128 20 505,8 4 2,2

Б1.О Обязательная 13 468 193,8 274,2 7 252 32 64 155,1 0,9 4 144 16 48 79,4 0,6 2 72 32 39,7 0,3

Б1.О.01 Проектный менеджмент кафедра Менеджмента в энергетике и промышленности УК-2 1 2 72 32,3 39,7 2 72 16 16 39,7 0,3

Б1.О.02 Методология научной деятельности кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1,2 3 108 32,3 75,7 3 108 16 16 75,7 0,3

Б1.О.03 Иностранный язык кафедра Иностранных языков УК-4 4 144 64,6 79,4 2 72 32 39,7 0,3 2 72 32 39,7 0,3

Б1.О.04 Организационное поведение

кафедра Философии, политологии, социологии им. Г.С. 

Арефьевой УК-3,5,6 2 2 72 32,3 39,7 2 72 16 16 39,7 0,3

Б1.О.05 Теория принятия решений кафедра Формирования и обработки радиосигналов УК-1 3 2 72 32,3 39,7 2 72 32 39,7 0,3

Б1.Ч Часть, формируемая участниками образовательных отношений 58 2088 798 1290 18 648 80 32 112 36 377,8 8 2,2 21 756 96 16 192 4 446,1 1,9 19 684 64 128 20 466,1 4 1,9

Б1.Ч.01 Элективные дисциплины 7 252 112,6 139,4 3 108 16 32 59,7 0,3 4 144 16 48 79,7 0,3

Б1.Ч.01.01 7 252 112,6 139,4 3 108 16 32 59,7 0,3 4 144 16 48 79,7 0,3

Б1.Ч.01.01.01 Компьютерные технологии в космических системах кафедра Физики им. В.А. Фабриканта

ОПК-3,4

РПК-1 7 252 112,6 139,4 3 108 16 32 59,7 0,3 4 144 16 48 79,7 0,3

Б1.Ч.01.01.02

Компьютерные технологии в проектировании интегральных 

схем кафедра Электроники и наноэлектроники

ОПК-3,4

РПК-1 7 252 112,6 139,4 3 108 16 32 59,7 0,3 4 144 16 48 79,7 0,3

Б1.Ч.02 51 1836 685,4 1150,6 15 540 64 32 80 36 318,1 8 1,9 17 612 80 16 144 4 366,4 1,6 19 684 64 128 20 466,1 4 1,9

Б1.Ч.02.01 Твердотельная микро- и наноэлектроника 51 1836 685,4 1150,6 15 540 64 32 80 36 318,1 8 1,9 17 612 80 16 144 4 366,4 1,6 19 684 64 128 20 466,1 4 1,9

Б1.Ч.02.01.01 Синтез цифровых интегральных схем кафедра Электроники и наноэлектроники

ОПК-4

ПК-3 1 5 180 84,6 95,4 5 180 64 16 95,4 4 0,6

Б1.Ч.02.01.02 Аналоговые компоненты для интегральных схем кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-3 4 144 50,5 93,5 4 144 32 16 2 93,5 0,5

Б1.Ч.02.01.03 Полупроводниковые приёмники излучения кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-3 1 6 216 86,8 129,2 6 216 32 16 16 18 129,2 4 0,8

Б1.Ч.02.01.04 Полупроводниковые источники излучения кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-3 6 216 82,5 133,5 6 216 32 16 32 2 133,5 0,5

Б1.Ч.02.01.05 Проектирование и технология электронной компонентной базы кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-3 3 108 48,3 59,7 3 108 16 32 59,7 0,3

Б1.Ч.02.01.06 Квантовая электроника кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-3 3 108 48,3 59,7 3 108 32 16 59,7 0,3

Б1.Ч.02.01.07 Проектирование СБИС кафедра Электроники и наноэлектроники

ОПК-4

ПК-3 2 3 3 10 360 137,3 222,7 5 180 64 2 113,5 0,5 5 180 48 18 109,2 4 0,8

Б1.Ч.02.01.08 Полупроводниковые сенсоры кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-3 4 144 32,3 111,7 4 144 16 16 111,7 0,3

Б1.Ч.02.01.09

Современные методы исследования поверхности 

полупроводников кафедра Электроники и наноэлектроники

ОПК-1

ПК-3 5 180 64,3 115,7 5 180 32 32 115,7 0,3

Б1.Ч.02.01.10 Системы памяти кафедра Электроники и наноэлектроники ПК-3 5 180 50,5 129,5 5 180 16 32 2 129,5 0,5

Б1.Ч.02.02 Лазерная и оптическая измерительная электроника 51 1836 768,6 1067,4 15 540 96 48 80 6 307,9 2,1 17 612 64 64 64 6 412,2 1,8 19 684 128 80 80 38 347,3 8 2,7

Б1.Ч.02.02.01 Автоматизация оптического эксперимента кафедра Физики им. В.А. Фабриканта

ПК-2

РПК-1 7 252 82,8 169,2 3 108 16 16 16 59,7 0,3 4 144 16 16 2 109,5 0,5

Б1.Ч.02.02.02 Поляризационные квантово-оптические устройства кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1 3 108 50,5 57,5 3 108 32 16 2 57,5 0,5

Б1.Ч.02.02.03 Интерферометрические измерительные системы кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1 3 108 50,5 57,5 3 108 16 16 16 2 57,5 0,5

Б1.Ч.02.02.04 Основы разработки электронных устройств на базе ПЛИС кафедра Физики им. В.А. Фабриканта

ПК-2

РПК-1 3 108 48,3 59,7 3 108 16 16 16 59,7 0,3

Б1.Ч.02.02.05 Основы современного педагогического процесса кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1 3 108 34,5 73,5 3 108 16 16 2 73,5 0,5

Б1.Ч.02.02.06 Квантово-оптические устройства в космических измерениях кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1 4 144 48,3 95,7 4 144 16 32 95,7 0,3

Б1.Ч.02.02.07 Рефрактометрические измерительные системы кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1 5 180 66,5 113,5 5 180 16 32 16 2 113,5 0,5

Б1.Ч.02.02.08 Голографические системы кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1 4 144 50,5 93,5 4 144 32 16 2 93,5 0,5

Б1.Ч.02.02.09 Статистические методы в квантовой электронике кафедра Физики им. В.А. Фабриканта

ПК-1

РПК-1 3 108 50,5 57,5 3 108 16 16 16 2 57,5 0,5

Б1.Ч.02.02.10 Проектирование электронных устройств на базе ПЛИС кафедра Физики им. В.А. Фабриканта

ПК-1,2

РПК-1 3 5 180 86,8 93,2 5 180 16 32 16 18 93,2 4 0,8

Б1.Ч.02.02.11 Методы и средства обработки сигналов квантовой электроники кафедра Физики им. В.А. Фабриканта

ПК-2

РПК-1 3 5 180 102,8 77,2 5 180 32 32 16 18 77,2 4 0,8

Б1.Ч.02.02.12 Физические основы нанотехнологий кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1,2 3 108 48,3 59,7 3 108 32 16 59,7 0,3

Б1.Ч.02.02.13

Актуальные проблемы современной электроники и 

наноэлектроники кафедра Физики им. В.А. Фабриканта ПК-1 3 108 48,3 59,7 3 108 32 16 59,7 0,3

Б2 Блок 2.Практики

39

                    

- 0 43 1548 82 1466 5 180 14 165 1 5 180 14 165 1 9 324 9 314 1 24 864 40,5 822 1,5

Б2.О Обязательная 21 756 70 686 5 180 14 165 1 5 180 14 165 1 2 72 5,5 66 0,5 9 324 33 290 1

Б2.О.01

Учебная практика: научно-исследовательская практика 

(получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы) кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1,2,3,4 6 216 18 198 3 108 8,5 99 0,5 3 108 8,5 99 0,5

Б2.О.02 Учебная практика: проектно-конструкторская практика кафедра Электроники и наноэлектроники УК-1,6 1 2 3 4 9 324 27 297 2 72 5,5 66 0,5 2 72 5,5 66 0,5 2 72 5,5 66 0,5 3 108 8,5 99 0,5

Б2.О.03 Производственная практика: преддипломная практика кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1,2,3,4 4 6 216 25 191 6 216 24,5 191 0,5

Б2.Ч Часть, формируемая участниками образовательных отношений 22 792 12 780 7 252 3,5 248 0,5 15 540 7,5 532 0,5

Б2.Ч.01 Производственная практика: научно-исследовательская работа кафедра Электроники и наноэлектроники ОПК-1,2 22 792 12 780 7 252 3,5 248 0,5 15 540 7,5 532 0,5

Б3 Блок 3.Государственная итоговая аттестация

6

                    

- 0 6 216 25,3 190,7 6 216 190,7 25 0,3

Б3.О Обязательная 6 216 25,3 190,7 6 216 190,7 25 0,3

Б3.О.01 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы кафедра Электроники и наноэлектроники

ОПК-1,2,3,4

ПК-1,2,3

РПК-1

УК-1,2,3,4,5,6 4 6 216 25,3 190,7 6 216 190,7 25 0,3

Б4 Блок 4.Факультативы

0

                    

- 0 4 144 46,6 97,4 2 72 14 57,7 0,3 2 72 32 39,7 0,3

Б4.Ч Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 144 46,6 97,4 2 72 14 57,7 0,3 2 72 32 39,7 0,3

Б4.Ч.01 Психология кафедра Рекламы, связей с общественностью и лингвистики УК-3 2 2 72 14,3 57,7 2 72 14 57,7 0,3

Б4.Ч.02 Аннотирование и реферирование иностранных научных текстов кафедра Иностранных языков УК-4 3 2 72 32,3 39,7 2 72 32 39,7 0,3
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